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Abstract of DE1 0208246 

Memory cells, each with a storage capacitor 
and selection transistor, word lines for 
selecting memory cells, bit lines for 
reading/writing data signals to/from cells 
connected to a first capacitor electrode via the 
transistor, with the second capacitor electrode 
of each cell connected to a plate voltage 
connection, and a control circuit for driving the 
lines in an initialization mode so the first 
electrode adopts a defined value. The device 
has memory cells (MC1), each with a storage 
capacitor (SC1 ) and selection transistor (AT1 ), 
word lines (WL1) for selecting memory cells, 
bit lines (BL1 ) for reading or writing data 
signals to/from cells connected to a first 
capacitor electrode (SE1) via the transistor, 
whereby the second capacitor electrode (GE1) 
of each cell is connected to a plate voltage 
(VPL) connection, and a control circuit 
(S,I,P1,N1) for driving the lines in an 
initialization mode so that first electrode adopts 
a defined value. AN Independent claim is also 
included for the following: a method of 
operating an inventive device. 
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Die folganden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Integrierter Speicher und Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers 
® Eln intogrierter Speicher weist Speichorzellen (MC1) 

auf, die jeweils einen Speicherkondensator (SC1) und ei- 
nen Auswahltransistor (ATI) enthalten. Wortleitungen 

(WL1) sind mit dem Auswahltransistor (ATI) einer jewei- 

ligen Speicherzelle verbunden. Bitleitungen (BL1) sind 

uber den Auswahltransistor (AT1) mit einer ersten Elek- 

trode (SE1) des Speicherkondensators einer jeweiligen 

Speicherzelle verbunden. Eine zweite Elektrode (GE1) des 

Speicherkondensators einer jeweiligen Speicherzelle ist 

mit einem AnschlufS fur eine Plattenspannung (VPL) ver- 

bindbar. Eine.Steuerschaltung (S, I, P1, N1) dient dazU, die 

Wortleitungen {WLD und Bitleitungen (BL1) in einem 1n- 

itialisierungsbetrieb des Speichers derart anzusteuern, 

daft die erste Elektrode (SE1) des Speicherkondensators 

einer jeweiligen Speicherzelle einen definierten Span- 

nungswert.annimmt. Dadurch werden die Speicherkon- 

densetoren der jeweiligen.Speicherzellen schon wahrend 

des Aufbaus von chipinternen Spannungeri in dem Inltia- 

lisierungsbetrieb in einen definierten Zustand gebracht • 

und somit ein zuverlassiger Betrieb des Speichers ermog- 

licht. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegehde Erfindung betrifft einen integrier- 
ten Speicher mit Speicherzellen, diejeweils einen Speicher- 
kondensator und Auswahltransistor aufweisen, mit Wortlei- 5 
tungen, die mit dem Auswahllransistor einer jeweiligen 
Speicherzelle verbunden sind, zur Auswahl von Speicher- 
zellen, mit Bitleitungen zum Auslesen oder Schreiben von 
Datensignalen der Speicherzellen, die uber den Auswahl- 
lransistor mit einer ersten Elektrode des Speicherkondensa- 10 
tors einer jeweiligen Speicherzelle verbunden sind, und bei 
dem eine zweite Elektrode des Speicherkondensators einer 
jeweiligen Speicherzelle mil einem AnschluB fur eine Plat- 
tenspannung verbindbar ist. 

[0002] Integrierte Speicher, insbesondere in Form von ' 15 
DRAMs (Dynamic Random Access Memory), weisen im 
allgemeinen ein Speicherzellenfeld mit darin angeordneten 
Speicherzellen auf, in denen eine zu speichernde Informa- 
tion gespeichert wird. Die Information wird in heutigen 
DRAM-Speicherchips ublicherweise in 1-Transistorzellen 20 
gespeichert. Eine derartige Speicherzelle besteht aus einem 
Auswahl transistor und einem Speicherkondensator, der als 
Speichcrclement dient. Zur Ansteuerung dieser 1-Transi- 
storzellen werden Wortiei tungen und Bitleitungen verwen- 
del. Die Wortleitungen, die mil dem Auswahltransistor einer 25 
jeweiligen Speicherzelle verbunden sind, dienen zur Aus- 
wahl von Speicherzellen. Die Bitleitungen sind uber' den 
Auswahltransistor mit einer ersten Elektrode des Speicher- 
kondensators. einer jeweiligen Speicherzelle verbunden. Sie 
dienen zum Auslesen oder Schreiben von Datensignalen der 30 
Speicherzellen. Eine zweite Elektrode des Speicherkonden- . 
sators einer jeweiligen Speicherzelle ist dazu mit einem An- 
schluB fur eine sogenanntePlattenspannung verbindbar. 
[0003] Bei heutigen DRAM-Speicherbausteinen werden 
ublicherweise die chipintemen Spannungen uber chipin- 35 
teme Spannungsgeneratoren zur Verfugung gestellt. Diese 
internen Spannungsgeneratoren generieren' aus von extern 
bereitgestellten Versorgungsspannungen die, chipin tern be- 
notigten Spannungen, insbesondere die genannte Platlen- 
spannung. Dabei ist es insbesondere zu Begirin des Betriebs 40 
des integrierten Speichers notwendig, daB die intemen 
Spannungen durch die jeweiligen Spannungsgeneratoren 
allmahlich aufgebaut werden. Dies wird ublicherweise in ei- 
nem Initial isierungsbetrieb des Speichers durchgefiihrt, zu 
dessen Beginn die von extern bereitgestellten Versorgungs- 45 
spannungen angelegt werden. Nach dem Anlegen der von 
extern bereitgestellten Versorgungsspannungen, beispiels- 
weise in Form einer positiven externen Versbrgungsspan- 
nung und einer externen Bezugsspannung, wird also in ei- 
nem Initialisierungsbetrieb insbesondere die Plattenspan- 50 
nung Uber einen entsprechenden Spannungsgenerator intern 
aufgebaut. 

[0004] Beim Aufbauen beziehungsweise Hochfahren der 
Plattenspan nung wird durch die kapazitive Kopplung zwi- 
schen der ersten Elektrode (sogenannte Speicherelektrode) 55 
und der zweiten Elektrode (sogenannte Gegenelektrode) des 
Speicherkondensators mil dem Anheben der Spannung an 
der Gegenelektrode, die an der Plattenspannung anliegt, 
auch die Spannung an der Speicherelektrode des betreffen- 
den Speicherkondensators angehoben, und zwar in etwa auf 60 
die Plattenspannung. Damit liegen an den Speicherelektro- 
den der Speicherkondensatoren nach dem Anlegen der ex- 
ternen Versorgungsspannungen Potential werte in der Nahe 
der Plattenspannung an. Das an der Speicherelektrode anlie- 
gende Potential wird sehr langsam abgebauL Dies kann zu 65 
Problemen im Betrieb des Speichers fiihren, insbesondere 
bei einem nach dem Anlegen der Versorgungsspannungen 
durchzufuhrenden Auslesevorgang des Speichers, zum Bei- 



spiel mit einem sogenannen RAS Only Precharge. 
[0005] In einem solchen Falle wird ein Potential an die 
Wortleitung angelegt lind der Zellinhalt uber einen Lesever- . 
starker bewertet und verstarkt. Tendiert der Leseverstarker 
dazu, den Zelleninhalt, der nach dem Hochfahren etwa die 
Plattenspannung betragt, zu einer "1" zu bewerten, das heiBt 
zum vollen Signalhub (voller Signalhub entspricht zweifa- 
cher Plattenspannung), dann wird beim sogenannten RAS 
Only Refresh dieser voile Signalhub in die Speicherzellen 
zuruckgeschrieben. Dabei koppelt die Gegenelektrode des 
Kondensators mit und die Spannung der Gegenelekrode 
wird (lokal) erhoht. Wird in diesem Zustand, das heiBt 
gleich nach einem RAS Only Refresh, die Zelle emeut mit 
einer " 1 " beschrieben, so emiedrigt sich der Zellinhalt durch 
das alimahliche Relaxieren der Spannung der Gegenelek- 
trode zur ursprunglichen Plattenspannung und der Zcllinhalt 
kann damit nicht mehr korrekt bewertet werden. 
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei- 
nen integrierten Speicher der cingangs genannten Art anzu- 
geben, der nach einem Initialisierungsbetrieb weitgehend 
zuverlassig betreibbar ist. 

[0007] Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Verfahren zum Betrieb eines integrierten Spei- 
chers der eingangs genannten Art anzugeben, das dazu ge- 
eignet ist, da!3 der Speicher nach einem Initialisierungsbe- 
trieb weitgehend zuverlassig betreibbar ist. 
[0008] Die Aufgabe betreffend den integrierten Speicher 
wird gelost durch einen integrierten Speicher gemaB Patent- 
anspruch 1. Die Aufgabe betreflend das Verfahren wird ge- 
lost durch ein Verfahren zum Betrieb eines integrierten 
Speichers gemaB Patentanspruch 6. 
[0009] GemaB der Erfindung ist bei einem integrierten 
Speicher der eingangs genannten Art eine Steuerschaitung 
vorgesehen, durch die die Wortleitungen und Bitleitungen in 
einem Initialisierungsbetrieb des Speichers der art ansleuer- 
•bar sind, daB die erste Elektrode (Speicherelektrode) des 
Speicherkondensators einer jeweiligen Speicherzelle einen 
definierten Spannungswert annimmt. Dadurch werden die 
Speicherkondensatoren der jeweiligen Speicherzellen schon 
wahrend des Aufbaus der chipin ternen Spannungen nach 
dem Anlegen der externen Versorgungsspannungen in ei- 
nem Initialisierungsbetrieb in einen definierten Zustand ge- 
bracht. Die erste Elektrode des Speicherkondensators einer 
jeweiligen Speicherzelle nimmt vorzugsweise den definier- 
ten Spannungswert an, solange bis die Ziel werte der chipin- 
^ternen Spannungen, insbesondere der Zielwert der Platten- 
spannung, erreicht werden. Die Verbindung der Speicher- 
elektrode des Speicherkondensators einer jeweiligen Spei- 
cherzelle mit einem definierten Spannungswert stellt sicher, 
daB die. Speicherzellen auch nach dem Anschalten des Spei- 
chers (Anlegen der externen Versorgungsspannungen) einen 
definierten Poteniialwert, beispielsweise 0 V enthallen. 
[0010] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung wird die 
erste Elektrode des Speicherkondensators einer jeweiligen 
Speicherzelle mit oder unmittelbar nach dem Anlegen einer 
externen Spannungsversorgung an den Speicher mit einem 
AnschluB fur eine externe Versorgungsspannung des Spei- 
chers kurzgeschlossen. Die Wortleitungen und Bitleitungen 
des Speichers werden dazu von der Steuerschallung enispre- 
chend angesteuert. Insbesondere wird die Steuerschaitung 
derart betrieben, dafi die Wortleitungen an einer positiven 
externen Versorgungsspannung, beispielsweise VEXT = 
3,3 V, und die Bitleitungen an einer externen Bezugsspan- 
nung, beispielsweise VSS = 0 V, anliegen. Dadurch wird der 
jeweilige Auswahltransistor geoffnet, und die jeweilige 
Speicherelektrode liegt an der externen Bezugsspannung 
VSS an. Damit erhalt man in vorteilhafiier Weise einen defi- 
nierten Ausgangszustand der Speicherkondensatoren fur 
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den weiteren Belrieb, der sich dem Initialisierungsbetrieb 
des Speichers anschlieBt. 

[0011] Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der 

Erfindung sind in UnteransprUchen angegeben, 

[0012] Die Erfindung wird im folgenden anhand der in der 5 

Zeichnung dargesteiltcn Figuren, die Ausfiihrungsbeispiele 

der vorliegenden Erfindung darstellen, naher erlautert. Es 

zeigen 

[0013] Fig. 1 ein AusfUhrungsbeispiel eines integrierten 
Speichers gemafi der Erfindung, 10 
[0014] Fig. 2 ein Signalablaufdiagramm fUr einen Spei- 
cher gemafi Fig. 1 . 

[0015] In Fig. 1 ist exemplarisch und stark vereinfacht ein 
AusfUhrungsbeispieleincs integrierten Speichers gemafi der 
Erfindung gezeigt. Der Speicher gemafi Fig. 1 weist ein 15 
Speicherzellenfeld SF auf, in dem eine Vielzahl von Spei- 
cherzellen angeordnet ist, die jeweils einen Speicherkon- 
densator und einen Auswahltransistor aufweisen (1-Transi- 
slorzeiie). In Fig. 1 ist dabei der Ubersichtlichkeit halber nur 
eine SpcichcrzeUe MCI dargestellt, die einen Speicherkon- 20 
densator SCI und einen Auswahltransistor ATI aufwcist. 
[0016] Weiterhin sind in dem Speicherzellenfeld SF meh- 
rere Wortleitungen und Bitleitungen angeordnet, wobei in 
Fig. 1 wiederum der Ubersichtlichkeit halber nur eine Wort- 
leitung WL1 und eine Bitleitung BL1 dargestellt sind. Die 25 
Wortleitungen sind mil dem Auswahltransistor einer jewei- 
ligen Speicherzelle verbundcn. Im Beispiel nach Fig. 1 ist 
die Wortleitung WL1 mil dem Auswahltransistor ATI der 
Speicherzelle MCI verbunden. Die Wortleitungen dicnen 
zur Auswahl der jeweils angeschlossenen Speicherzellen. 30 
Die Bitleitungen sind iiber den Auswahltransistor mit einer 
erstcn Elektrode des Speicherkondensators einer jewciligen 
Speicherzelle verbunden. Im Beispiel gemafi Fig. 1 ist die 
Bitleitung BL1 iiber den Auswahltransistor ATI mit der er- 
sten Elektrode SE1 des Speicherkondensators SCI der Spei- 35 
cherzelie MCI verbunden. Die erste Elektrode SE1 des 
Speicherkondensators SCI enlspricht der sogenannten Spei- 
cherelektrode. Die zweite Elektrode GE1 des Speicherkon- 
densators SCI, die sogenannte Gegenelektrode, ist mil ei- 
nem AnschluB fUr eine Plattenspannung VPL verbindbar. 40 
[0017] Die Wortleitung WL 1 ist Uber einen PFET-Transi- 
stor PI mit einem AnschluB fUr eine positive externe Vcrsor- 
gungsspannung VEXT verbunden. Die Bitleitung BL1 ist 
iiber einen NFET-Transistor Nl mit einem AnschluB fur die 
externe Bezugsspannung VSS verbunden. Der Steueran- 45 
schluB des TYansistors PI ist mit einer Steuerschaltung S 
verbunden, der Steueranschlufi des TVansistors Nl ist Uber 
einen Inverter I mit der Steuerschaltung S verbunden. Wei- 
tere Ansteuerungsschaltungen der Wortleitung WL1 und 
Bitleitung BL1, insbesondere ein Wortleitungsdecoder be- 50 
ziehungsweise Bitleitung sdecoder oder ein Schreib-Lese- 
Verstarker zum Auslesen und Bewerten von Datensignalen, 
die an der Bitleitung BL1 anliegen, sind aus Obersichtlich- 
keitsgriinden nicht dargestellt. Die AusfUhrung derartiger 
Ansteuerungsschaltungen hangt insbesondere vom verwen- 55 
deten intemen Schaltungskonzept ab. 
[0018] Im folgenden wird in Verbindung mit Fig. 2 ein 
Betrieb des Speichers gemaB Fig. 1 kurz erlautert. 
[0019] Bei dem Speicher gemafi Fig. 1 werden chipin- 
teme Spannungen, insbesondere die Plattenspannung VPL, 60 
Uber jeweilige (nicht gezeigte) Spannungsgeneratoren des 
Speichers zur VerfUgung gestellt. Diese Spannungen werden 
in einem Initialisierungsbetrieb des Speichers, in dem die 
extemen Versorgungsspannungen VEXT und VSS angelegt 
. werden, uber die internen Spannungsgeneratoren aufgebaut 65 
beziehungsweise hochgefahrem Dabei werden von der Steu- 
erschaltung S Uber die jeweiligen Transistoreri PI und Nl 
die Wortleitung WL1 und Bitleitung BL1 derart angesteuert, 



daB die Speicherelektrode SE1 des Speicherkondensators 
SCI der Speicherzelle MCI den definierten Spannungswert 
VSS annimmt. Insbesondere wird die Speicherelektrode 
SE1, wie anhand von Fig. 2 verdeutlicht, mil dem Anlegen 
der positiven externen Versorgungsspannung VEXT zum 
Zeitpunkt tl mit dem AnschluB fUr die externe Bezugsspan- 
nung VSS kurzgeschlossen. Dies geschieht dadurch, daB die 
Spannung VEXT mit dem Wortleitungsnetz und die Be- 
zugsspannung VSS mit, dem Bitleitungsnetz verbunden 
wird. Beide Netze mussen vorher von ihren Generators yste- 
men getrennt werden. Die Vcrbindungen bleiben solange be- 
stehen, bis die jewciligen Zielwerte der chipintemen Span- 
nungen, insbesondere der Zielwert der Plattenspannung 
VPL, erreicht werden. In diesem Fall wird von der Steuer- 
schaltung S das Steuersignal C aktiviert, das dazu verweridet 
wird, die Wortieitungs netze und Bitleitungsnetze wieder 
von der Spannung VEXT beziehungsweise VSS zu trennen 
(Zeitpunkt t2). Die Verbindung der Speicherkondensatoren 
mit der externen Bezugsspannung VSS stellt sicher, daB die 
Speicherzellen auch nach dem Anschalten des Speichers ei- 
nen definierten Potential werl, im Beispiel 0 V (= VSS), ent- 
haltcn. Die Spannung VEXT betragt im vorliegenden Aus- 
fUhrungsbeispiel 3,3. V, die Spannung VSS betragl 0 V. 
[0020] Durch das Vorsehen des PFET-Transistors PI zur 
Verbindung der externen Versorgungsspannung VEXT mit 
der Wortleitung WL1 und durch Vorsehen des NFET-Transi- 
stors Nl zur Verbindung der externen Bezugsspannung VSS 
mit der Bitleitung BL1 wird ein optimales Schaltverhalten 
erreicht. Gemafi einer AusfUhrungsform der Erfindung wer- 
den die Bitleitungen uber ein bereits vorhandenes Schal- 
tungsnetz zum Glcichschalten der Bitleitungen vor einem 
Auslese- oder Schreibvorgang (sogenanntes Equalizc-Netz) 
mit dem AnschluB fur die externe Bezugsspannung VSS 
verbunden. DemgemaB ist der Transistor Nl nach Fig. 1 
beispielsweise ein Bestandteil eines solchen Schaltungsnet- 
zes zum Glcichschalten von Bitleitungen. , 

Bezugszeichenliste 

SF Speicherzellenfeld 

MCI Speicherzelle 

WL1 Wortleitung 

BL1 Bitleitung 

ATI Auswahltransistor 

SCI Speicherkondensator 

SE1 Speicherelektrode 

GE1 Gegenelektrode 

S Steuerschaltung 

C Steuersignal 

I Inverter 

PI, Nl Transistor 

VEXT Positive externe Versorgungsspannung 
VSS Externe Bezugsspannung 
VPL Plattenspannung 
tl,t2 Zeitpunkt 

PatentansprUche 
1. Integrierter Speicher 

mit Speicherzellen (MCI), die jeweils einen Speicher- 
kondensator (SCI) und einen Auswahltransistor (ATI) 
aufweisen, 

mit Wortleitungen (WL1), die mit dem Auswahltransi- 
stor (ATI) einer jeweiligen Speicherzelle verbunden 
sind, zur Auswahl von Speicherzellen (MCI), 
mit Bitleitungen (BL1) zum Auslesen oder Schreiben 
von. Datensignalen der Speicherzellen, die Uber den 
Auswahltransistor (ATI) mit einer ersten' Elektrode 
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(SEl) des Speicherkondensators einer jeweiligen Spei- 
cherzelle verbunden sind, 

bei dem eine zweite ELektrode (GE1) des Speicherkon- 
densators einer jeweiligen Speicherzelle miteinem An- 
schluB fur eine Plattenspannung (VPL) verbindbar ist, 5 
mil einer Steuerschaltung (S, I, PI, Nl), durch die die 
Wortleitungen (WL1) und Bitleitungen (BL1) in einem 
Initialisierungsbetrieb des Speichers derart ansteuerbar 
sind, daB die erste Elektrode (SEl) des Speicherkon- 
densators einer jeweiligen Speicherzelle einen definier- 10 
• ten Spannungswert (VSS) annimmt. 

2. Integrierter Speicher nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da6 die Wortleitungen (WL1) und Bitlei- 
tungen (BL1) durch die Steuerschaltung (S, I, PI, Nl) 
derart ansteuerbar sind, daB die erste Elektrode (SEl) 15 
des Speicherkondensators einer jeweiligen Speicher- 
zelle mit einem AnschluB fiir eine externe Versor- 
gungsspannung (VSS) des Speichers kurzgcschlossen 
ist. 

3. Integrierter Speicher nach Anspruch 1 oder 2, da- 20 
durch gekennzeichnel, daB die Wortleitungen (WL1) 
und Bitleitungen (BL1) durch die Steuerschaltung (S, I, 
PI, Nl) derart ansteuerbar sind, daB die Wortleitungen 

an einer positiven externen Versorgungsspannung 
(VEXT) und die Bitleitungen an einer externen Be- 25 
zugsspannung (VSS) des Speichers anliegen. 

4. Integrierter Speicher nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

■ die Wortleitungen (WL1) jeweils iiber einen PFET 
Transistor (PI ) mit einem AnschluB fiir die positive ex- 30 
terne Versorgungsspannung (VEXT) verbunden sind, 
die Bitleitungen (BL1) jeweils uber einen NFET TVan- 
sistor (Nl ) mit einem AnschluB fur die externe Bezugs- 
spannung (VSS) des Speichers verbunden sind. 
5; Integrierter Speicher nach Anspruch 3 oder 4, da- 35 
durch gekennzeichnet, daB die Bitleitungen (BL1) uber 
ein Schaltungsnetz zum Oleic hschalten der Bitleitun- 
gen vor einem Auslese- oder Schreibvorgang mit ei- 
nem AnschluB fur die externe Bezugssspannung (VSS) 
des Speichers verbunden sind. .40 

6. Verfahren zum Betrieb eines integrierten Speichers 
mit Speicherzellen (MCI), die jeweils einen Speicher- 
kondensator (SCI) und einen Aiiswahltransistor (ATI) 
aufweisen, 

mit Wortleitungen (WL1), die mit dem Auswahltransi- 45 
stor (ATI) einer jeweiligen Speicherzelle verbunden 
sind, zur Auswahl von Speicherzellen (MCI), ' 
mit Bitleitungen (BL1) zum Auslesen oder Schreiben 
von Datensignalen der Speicherzellen, die uber den 
Auswahltransistor (ATI) mit einer ersten Elektrode 50 
(SEl) des Speicherkondensators einer jeweiligen Spei- 
cherzelie verbunden sind, 

bei dem eine zweite Elektrode (GE1) des Speicherkon- 
densators einer jeweiligen Speicherzelle mit einem An- 
schluB fur eine Plattenspannung (VPL) verbunden 55 
wird, 

wobei die Wortleitungen (WLl) und Bitleitungen 
(BL1) in einem Initialisierungsbetrieb des Speichers 
derart angesteuert werden, daB die erste Elektrode 
(SEl) des Speicherkondensators einer jeweiligen Spei- 60 
cherzelle einen definierten Spannungswert (VSS) an- 
nimmt. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die erste Elektrode (SEl) des Speicherkonden- 
sators einer jeweiligen Speicherzelle mit oder unmittel- 65 
bar nach einem Anlegeh einer externen Spannungsver- 
sorgung (VEXT) an den Speicher mit einem AnschluB 
fiir eine externe Versorgungsspannung (VSS) des Spei- 
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chers kurzgeschlosseh wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in dem Initial isierungsbcuieb des Spei-. 
chers die Plattenspannung (VPL) intern aufgebaut wird 
und die erste Elektrode (SEl) des Speicherkondensa- 
tors einer jeweiligen Speicherzelle den definierten 
Spannungswert (VSS) annimmt, solange bis ein Ziel- 
wert der Plattenspannung (VPL) erreicht wird. 
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